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【背景及び目的】　イットリウム水素化物 (YHx)は圧力印加や水素の組成変化による金属―半導
体転移 [1]や構造転移 [2]等、水素―金属相互作用に起因する様々な性質を有することが明らかに
なっているが、半導体的と言われているYH3に関しては、基礎的な電気特性の評価が詳細に行わ

れているとは言えず、またそのデバイス応用等についても殆どまだ検討されていない。本研究グ

ループでは、半導体的 YH3に対しては AlN-Pt膜が水素触媒膜として有効であり且つ脱水素化の
抑制にも効果があることを確認しており (本学会で発表予定)、本研究においては、そのAlN-Pt膜
を用いた YH3FETを試作しその特性を測ることにより、YH3の電気的評価を行う。

【試料作成方法】　熱酸化膜付きシリコン基板上に電極として Tiを 5nm、Auを 20nm、FETのチャ
ネルとしてYを 20nm、水素触媒膜としてYの上層にAlN-Ptを 5nm、バックゲートにAlを 200nm
成膜し、FETを作製する。上記の試料を 140◦C、大気圧中で水素化をする。
【実験結果】　 FETの ID − VDS特性を Fig.1に示す。Fig.1において、ID − VDS特性へのゲート電

圧VGSの変調から、YH3が n型半導体であることが示し、これはホール測定の結果とも一致して
いるが、一方では、測定の変調が小さくなり、金属的な振る舞いが強くなっている。FET測定の
前と後 (８回測定後)における試料チャネル部のラマンスペクトルを Fig.2に示す。通常、YHxの

ラマン測定においてはYH3は透明であるため、YH2のフォノンしか検出されないが、Fig.2より、
FET測定前の試料においては見られなかったYH2のフォノンが、FET測定後には発現しているこ
とがわかる。詳細については検討中であるが、半導体的YH3においては通電によって脱水素化が

生じる可能性があることを示唆しているものと考えている。
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Fig. 1. ID − VDS characteristics.
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Fig. 2. Raman spectroscopy obtained a FET channel.
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